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１．概要（注：結論を含めて下さい）  

 窒化アルミニウム(AlN)は直接型で最も広いバンドギャップ(6.0eV)をもつ半導体で

あり、最も短い波長の光(210nm)を発光することができる。今回は、結晶材料の種類が

異なるが、同じワイドギャップ半導体であり、これまでの知見を生かして構造評価測定

を行う。そこで我々は窒化アルミニウムのシンクロトロン光を用いた X 線トポグラフィ

ー観察を行い、結晶欠陥の評価を行ったので報告する。 

（English）  

 AlN is a semiconductor having largest bandgap (6.0eV) with a direct model, and it  can emit 

light by the light (210nm) of a wavelength having a sh ortest it. The kinds of crystal materials 

are different this time, but it is the same wide-gap semiconductor and I make use of past 

knowledge and measure a structure evaluation. Therefore we perform X -ray topography 

observation using the synchrotron light of the aluminum nitride and report it because we 

evaluated the crystal defect.  

 

 

２．背景と目的  

 窒化アルミニウム(AlN)は直接型で最も広いバンドギャップ(6.0eV)をもつ半導体であり、最も短い

波長の光(210nm)を発光することができる。その波長は、大腸菌等の雑菌の DNA の切断に非常に効果

的であり、水銀灯に代わる安全な発光デバイスとして環境分野に展開できる。また波長が短い性質か

ら、高密度の光記憶媒体、微細加工光リソグラフィーの光源への応用も可能である。 

 我々は、世界に先駆けて、２００６年に AｌN の発光ダイオードを実現し、Nature 誌に掲載された。

AlN の電子物性、構造物性に関する論文も多数発表している。 

 前回まで、我々は、センターにおいて、ダイヤモンドや酸化ガリウム（β―Ga2O3）の X 線トポグ

ラフ測定を行い、結晶成長国内会議(11 月開催)で発表し、来年春の応用物理学会で発表する予定、査

読付き国際論文も準備中である。 

 今回は、結晶材料の種類が異なるが、同じワイドギャップ半導体であり、これまでの知見を生かし

て構造評価測定を行った。 
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３．実験内容（試料、実験方法、解析方法の説

明）  

 窒化アルミニウムの測定試料はバルク単結

晶で、（001）が表面に、(±1±10)が側面にな

るものである。X 線トポグラフィー測定は九州

シンクトロン光研究センターのビームライン

BL09A で行い、使用した X線波長は 15.4keV（波

長 0.8052Å）で、強度の強かった(-110)回折を

用いX線を裏面から照射する透過配置で測定を

行った。 

 

４．実験結果と考察  

 窒化アルミニウムの試料を単色光により透過モード及び反射モードで撮影した。透過モード、反射

モードのＸ線トポグラフィー像には全体的に研磨傷が見られるが、いくつかクモのような欠陥が観察

できた。欠陥中心から周囲に向けて数本の欠陥が伸びていることがわかった。また、反射モードで撮

影した像と欠陥の位置が一致していた。 

 

５．今後の課題  

 結晶試料に研磨傷があることが分かったので、もう一度再研磨し、Ｘ線トポグラフィー観察を行

っていきたい。そして、その結果と今回の結果を比較し、欠陥の解析を進めていく。  
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図１ X 線トポグラフィー測定方法 


